多結晶シリコンの高品質化 : 高性能ディスプレイの実現を目指して by 河東田, 隆 et al.
Kochi University of Technology Academic Resource Repository
?
Title ???????????? : ?????????????????










































E-mail: katoda.takashi ＠ kochi-tech.ac.jp, nishida.ken ＠ kochi-tech.ac.jp





Abstract：Eﬀects of stress on solid-phase crystallization of amorphous silicon were studied. It 
was clear that crystalline particles with larger diameters were not formed when elastic stress 
was induced during crystallization. There phenomena can be explained by absorption of stress by 





の上下に形成し、Si3N4（50 ～ 1000 nm）/a-Si（1.5
μm）/Si3N4（50 nm）/Si（100）の構造とした





　図1に Si3N4 キャップの膜厚が 100 nmと 600 







いる部分が比較的粒径の大きな 20 nm 程度の
微結晶粒であり、白い数 nm程度の粒径の小さ

















































図１　Si3N4キャップの膜厚が1000 nmと600 nmのときの poly-Si 膜の断面 TEM像
24
図２　poly-Si 膜の表面付近と膜の中心付近の断面 TEM像
